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RESUME DE THESE

La miniaturisation des transistors CMOS permet a la fois d’'améliorer les performances et de réduire le colit
des circuits électroniques. Face aux diverses limitations soulevées par la réduction des dimensions,
I'introduction de nouvelles architectures et de nouveaux matériaux est nécessaire. Le remplacement du
Silicium (Si) par un matériau a haute mobilité, le Germanium (Ge), est notamment envisagé. Dans ce
contexte, ce travail porte sur I'étude et l'intégration d'une nouvelle technologie, appelée Germanium-On-
Nothing (GeON), qui permet de fabriquer localement des dispositifs a canal de conduction Ge sur isolant
(LGeOI) a partir d’'un substrat Si conventionnel massif. L'intégration de film mince de Ge sur isolant permet
de maitriser les effets de canaux courts et de réduire les fuites par effet tunnel bande-a-bande. Des
procédés d'intégration originaux, basés sur la technologie Silicon-On-Nothing, sont développés afin de
fabriquer des dispositifs LGeOI, par procédé d’enrichissement en Ge ou par épitaxie d’'une couche de Ge
ultramince sur Si. Des dispositifs pMOS fonctionnels jusqu’a des longueurs de grille de 50nm sont démontrés
et caractérisés. Les leviers d'optimisation de la technologie GeON sont finalement étudiés afin de répondre
aux spécifications des futurs nceuds technologiques.
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